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１．概要（Summary） 

一般的にデバイス加工の最終工程でメタル配線や接

続パッドを形成するが、メタル配線や接続パッドを形成し

た後にデバイスの加工を続ける場合がある。メタル配線や

接続パッドを形成した後のデバイス表面では、メタル配線

や接続パッドの厚さにより例えば、数m 以上の大きな凹

凸が存在する。したがってメタル配線や接続パッドを形成

した後にデバイスを加工する場合には、ある程度厚いレジ

ストを使ったリソグラフィが必要となる。一方、厚いレジスト

を使った場合には 1m 程度の厚さのレジストを使うリソグ

ラフィの場合と比較して、現像後のレジストパターン形状

やデバイス加工後のレジスト剥離状態が懸念される。今回

は、厚さが 10m程度の厚さのジストのパターン形成を検

討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

① マスクレス露光装置 （ナノシステムソリューションズ、

DL-1000） 

 

【実験方法】 

スピンコーターを使ったレジスト塗布により厚さを約

10m とすることができるポジ・レジストを選び、リソグラフィ

の検討を行った。 

基板として表面が平坦な Si 基板を使い、スピンコータ

ーでレジストを塗布し約 10mのレジスト厚が得られること

を確認した。ホットプレートを使ったソフトベーク後にマスク

レス露光装置で露光した。レジストのテスト・パターンとし

て、400m□の矩形パターンを 70mの間隔で配列した

パターンを使った。現像後のレジストパターン形状の顕微

鏡観察からマスクレス露光装置の露光量を決定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

図１に現像後のレジストパターン形状（厚さ約 10m）の

顕微鏡写真を示す。図１に示した通り、厚さ約 10m で良

好なレジストパターン形状が得られた。 
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Fig.1 Optical microscope image of the resist after 

development. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

共同研究： 

ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 田部井哲夫准教授 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 


